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【はじめに】紫外線発光素子や薄膜トランジスタ、センサー等のデバイス応用に向けた(Mg,Zn)O

系半導体材料の研究が活発に進められている。我々は、装置構成が比較的簡便で大面積化・低コ

スト化が期待できるスパッタ法をベースとしたエピタキシャル成長法であるヘリコン波励起プラ

ズマスパッタエピタキシー(HWPSE)法を提案し 1)、c 面、a 面 Al2O3基板や ZnO 基板への ZnO お

よび MgZnO/ZnO ヘテロ構造のエピタキシャル成長を行ってきた 2-4)。デバイス特性を向上させる

には高純度薄膜を成長させることが望ましく、我々は Li を除く外因性不純物濃度が最も低い ZnO

単結晶といえる高純度水熱合成 ZnO 単結晶をターゲットに用いた ZnO 成長を開始した 5)。 

 本講演では、Zn 極性 ZnO 基板上にホモエピタキシャル成長を行い、単分子層表面ステップが

得られる成長条件や、構造評価・フォトルミネッセンス(PL)・

時間分解フォトルミネッセンス(TRPL)等の評価結果を報告する。 

【実験と結果】水熱合成 ZnO 単結晶をターゲットに用い、成長

温度 950 Cで膜厚 500 nmのホモエピ層をHWPSE法で成長した。

気相合成(CVT) ZnO 多結晶ターゲットを用いた場合と同様に、

酸素混合比 [O2]/([O2]+[Ar])~0.35 において、500nm を越えるテ

ラスを有する単分子層ステップが観測された。低温 PL スペクト

ルには、自由励起子の再結合によるピーク、中性 Al ドナーに束

縛された励起子の再結合による主ピーク(3.3608 eV)およびその

2 電子サテライトが顕著に観測された。しかしながら、室温に

おけるバンド端発光の TRPL 寿命は 20 ps 程度と短く、非輻射再

結合寿命が依然支配的であることがわかった。講演では、輻射・

非輻射再結合寿命の温度依存性を定量化し、成長条件との相関を議論する。 
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